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Grupa katalogowa 1923

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy s3 krzemo-
we, epitaksjalno-planarne tranzystory matej mocy, ma-

fej czestotliwosci, typu BC 211 i BC 211A w obudowie

metalowe) do zastosowan powszechnego uzytku oraz
w urzadzeniach, w ktéorych wymaga si¢ zastosowania
elementow o wysokiej i bardzo wysokie) jakosci, zgodnie
z okresleniami wg PN-78/T-01515. Tranzystory przezna-
czone s3 do pracy w ukladach przetaczajgcych §redniej
mocy, Sredniej szybkos$ci 1 wzmacniaczach malej czgsto-
tliwosci odchylania poziomego OTV, w stopniach wyj-
sciowych wzmacniaczy mocy do 3 W oraz w stopniach
sterujacych wzmacniaczy Hi-Fi. Tranzystory BC 211
i BC 211A s3 komplementarne do tranzystor6w BC 313
i BC 313A.
Kategoria klimatyczna wg PN-73/E-04550 dla tran-
zystorow o:
— standardowej jakosci
40/125/04,
— wysokiej
40/125/21,
— bardzo wysokiej jakosci (poziom jakosci IV) —
40/125/56.
2. Przyklad oznaczenia tranzystoréw
a) o standardowej jakosci:
TRANZYSTOR BC 21! BN-80/3375-30.03 40/125/04
b) o wysokiej jakosci:
TRANZYSTOR BC 211/3 BN-80/3375-30.03 40/125/21]
c) o bardzo wysokiej jakosci:
TRANZYSTOR BC 211/4 BN-80/3375-30.03 40/125/56
3. Cechowanie tranzystoréw powinno zawiera¢ nazwe
producenta oraz oznaczenie typu (podtypu). Ponadto
tranzystory wysokiej jakoSci powinny byé znakowane
cyfra 3, a tranzystory'o bardzo wysokiej jakosci cyfrg
4 umieszczong po oOznaczeniu typu.
4. Wymiary i oznaczenie wyprowadzen tranzystora

(poziom jakosci I) —

jakosSci (poziom jakosci III) —

— wg rysunku i tabl. 1. Elementy obudowy — wg

PN-72/T-01503:
ark. 53 — obudowa C4,
ark. 23 — podstawa B4C.

Oznaczenie obudowy stosowane przez producenta
— CE 23.

é0
¢ 0

Kolektor (C) tranzystora jest potaczony elektrycznie
z obudowa.

Tablica 1
Symbol Wymiary, mm Kat.
wymiaru min hom max L
A 6,1 — 6,6 —
a — 5,08Y) - -
@ bs e e 0,53 —_
@D 8,64 — 9,39 —
& D, 8,01 — 8,50 —
F —_ — 2,03 —
J 0,72 0,79') 0,86 —
k 0,74 — 1,14 -
! 127 13,5 15,2 —
a — — — 45")
s — - 90')

1) Wymiar teoretyczny.

Zgtoszona przez Naukowo-Produkcyjne Centrum Potprzewodnikow
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemystu Podzespotéw i Materiatdw Elektronicznych
UNITRA-ELEKTRON dnia 28 paZdziernika 1980 r. jako norma obowigzujgca od dnia 1 lipca 1981 r,
(Dz. Norm. i Miar nr 28/1980 poz. 113) :

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE 1981.

Druk. Wyd. Norm. W-wa, Ark. wyd. 1,10 Naki. 2600+55 Zam. 14/81

Cena 2t 7,20



2 BN-80/3375-30.03

S. Badania w grupie A, B, Ci D — wg BN-80/
3375-30.00 p. 5.1.

6. Wymagania szczegétowe do badan grupy A, B, C
iD

a) badania podgrupy Al — sprawdzenie wyrfxiarc’)w:.

D, D\, A, | wg rysunku 1 tabl. 1,

b) badania podgrupy A2 — sprawdzenie podstawo-
wych parametrow elektrycznych wg tabl. 2,

¢) badania podgrupy A3 — sprawdzenie drugorze-
dnych parametréw elektrycznych wg tabl. 3,

d) badania podgrupy A4 — sprawdzenie parame-
trow elektrycznych w tamp = 125°C (poziom III i IV)
wg tabl. 4,

e) badania podgrupy Bl i Cl — sprawdzenie wy-
trzymatosci mechanicznej wyprowadzen: préba Ub, me-
toda 2, 2,5 N, 3 cykle; préba Ua,, 5 N; sprawdzenie
szczelnoSci:  préba  Qk, poziom nieszczelnosci
1,33 - 10® Pa - dm¥/s,

f) badania podgrupy B3 i C9 — sprawdzenie wy-
trzymalosci na spadki swobodne: polozenie tranzystora
w czasie spadania — wyprowadzeniami do gory,

g) badania podgrupy B4 — sprawdzenie wytrzyma-
losci na udary wielokrotne: mocowanie za obudowe,

h) badania podgrupy B6 i C6 — sprawdzenie odpor-
noSci na narazenia elektryczne: uktad OB wg PN-78/
T-01515 tabl. 7, tame = 25°C, It = 30 mA, -Ucs =

= 27 V dla BC 21! oraz -Iz= 20 mA, -Ucz= 40 V
dla BC 211A,

i) badania podgrupy C2 — sprawdzenie parame-
trow elektrycznych wg tabl. 3,

j) badania podgrupy C3 — sprawdzenie masy wy-
robu: 1,1 g,

k) badania podgrupy C4 — sprawdzenie wytrzyma-
to§ci na przyspieszenie state: kierunek probierczy —
obydwa kierunki wzdluz osi wyprowadzen, mocowanie
za obudowe; sprawdzenie wytrzymatosci na udary wie-
lokrotne: mocowanie za obudowg; sprawdzenie wytrzy-
“matosci na wibracje o stalej czgstotliwosci: mocowanie
za obudowe,

1) badania podgrupy C10 — sprawdzenie wymiaréw
wg rysunku i tabl. 1,

m) badania podgrupy DI (poziom jakosci III i IV)
— sprawdzenie odpornoSci na niskie ciSnienie atmos-
feryczne: temperatura narazania 25°C,

n) badanie podgrupy D4 — sprawdzenie wytrzyma-
toSci na plesn: po badaniu brak porostu plesni,

o) badanie podgrupy D5 — sprawdzenie wytrzyma-
tosci na mgl¢ solng: polozenie tranzystora dowolne,

p) parametry elektryczne sprawdzane w czasie 1 po
badaniach grupy B, C i D wg tabl. 5.

7. Pozostate postanowienia — wg BN-80/3375-30.00.

Tablica 2. Parametry elektryczne sprawdzane w badaniu podgrupy A2 (poziom I, II, HI i IV)

Oznaczenie Metoda Navtoich gravicane
Lp. literowe pomiaru wg Warunki pomiaru Jednostka BC 211 BC 211A
' parametru PN-74/T-01504 ; :
min max min max
1 2 3 4 5 6 7 8 9
I Ices ark. 09 :( i 4(&)0 \Y _ i ] _ _
BE ok
U(*E =60V
Ree = 0 — — — 100
2 me('pg ark. 04 ' I(‘f 100 |,l v 80 - 100 _
le=0 -
3 Uumczol) ark. 07 Ie = 30 mA, Ir = 0 \% 40 —_ 60 —
4 Ussr) £s0 ark. 04 I = 100 pA v < _ 5 .
Ic =
51 hue?) ark. 0! I-= 150 mA 40 250 40 250
Uerg=2V kl. 6 . 40 100 40 100
kl. 10 60 160 60 160
kl. 16 100 250 100 250
6 | h2uen?) ark. 01 Ic = 150 mA .
— 0.8 b2 0.8 J
T Ues =2 V ° b
') Pomiar impulsowy: 7, < 300 ps: & < 2%.
?) Selekcja na klasy wzmocnienia (6, 10, 16) oraz dobieranie w pary tylko na zyczenie odbiorcy.
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Tablica 3. Parametry elektryczne sprawdzane w badaniu podgrupy A3 i C2 (poziom I, II, III i IV)

Oznaczenie Metoda Wartoéci graniczne
Lp literowe pomiaru wg Warunki pomiaru’ Jednostka BC 211 BC 211A
parametru PN-74/T-01504 : "
min max min max
1 2 3 E) 5 6 7 8 9
1D ark. 08 Ic = 500 mA
U = 2 V - 30 —_— 30 —
2 U('E_m:[) ark. 06 Ie=1A
In= 0,1 A v - o = L9
3 Ir ark. 24 Ic = 50 mA
Uce = 10V MHz 50 — 50 —
f = 50 MHz
E C('B’O ark. 22 ch = 10 V
lg = 0 pF e 25 - 25
f =1 MHz
'Y Pomiar impulsowy: 1, < 300 ps; 6 < 2%.

Tablica 4. Parametry elektryczne sprawdzane w badanin podgrupy A4 (poziom III i IV)

Oznaczenie Metoda Wartald grniczn
Lp. literowe pomiaru wg Warunki pomiaru Jednostka BC 21} BC 211A
parametru PN-74/T-01504 " ;
min max min max
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 I(’ES ark. 09 U(‘g' = 40 V s 20 _ -
Ree=0; tam = 125°C uhk
U('E = 60 V — . _n - 20
Rse = 0; tamw = 125°C
Tablica 5. Parametry elektryczne sprawdzane w czasie i po badaniach grupy B, C i D (poziom I, II, III i IV)
E—— Meisla Wartosci graniczne
literowe pomiaru wg Warunki pomiaru Podgrupa badan Jednostka BC 211 BC 211A
parametru PN-74/T-01504 3 .
min max min max
1 2 3 4 5 6 7 | 8 9
Togs ark. 09 Ucg = 40 V Bl, B3, B4, B5, Cl, _ 100 _ .
Rag =90 4, CS. C?, C9, Dli)
Ues = 60 V -4
BE nA
Ueg = 40 V B6, C6, C8
Bop= G — 500 - —_
Uce = 60 V
B = i — — — 500
gy S50 1
}Lefu - (;10 " 24y _ 20 _ —
BE LIA
UCE = 60 v
Rer = 0 - o o -
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cd. tabl. 5
Omucanie Katida Wartosci graniczne
literowe . pomiaru wg Warunki pomiaru Podgrupa badan Jednostka BC 211 BC 211A
parametru PN-74/T-01504 o i S s -
I 2 3 4 5 6 7 8 9
hae ark. 01 Ic= B1, B3, B4, BS, ClI, 40 250 40 250
ch:=0va i, 6 | S €.0O,DIY a0 | 100 40 100
kl. 10 60 160 60 160
kl. 16 L 100 250 100 250
B6, C6, C8 30 300 30 300
kl. 6 -_— 30 130 30 130
kl. 10 50 200 50 200
kl. 16 80 300 80 300
C2) 20 — 20 —
. ki. 6 20 — 20 —
kl. 10 30 — 30 -
kl. 16 50 — 50 —
'}y W czasie badania.
K O N‘I EC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujgca norm¢ — Naukowo-Produkcyjne Cen-
trum Poétprzewodnikéw. -

2. Normy zwigzane _
PN-73/E-04550 Wyroby elektrotechniczne. Proby s$rodowiskowe
PN-72/T-01503.23 Elementy pdtprzewodnikowe. Zarys i wymiary,

Podstawa B4
PN-72/T-01503.53 Elementy potprzewodnikowe. Zarys i wymiary.

Obudowa C4
PN-74/T-01504.01 Tranzystory. Pomiar har i napigcia Use
PN-74/T-01504.04 Tranzystory. Pomiar napi¢¢ przebicia Uiar) cao

i Ul BR) EBO)

PN-74/T-01504.06 Tranzystory. Pomiar napig¢ nasycenia Ucesa
i Usesa metodg impulsowg

PN-74/T-01504.07 Tranzystory. Pomiar napigé¢ przebicia
Usr) ceo, Uisry cer, Uiar ces. Uisr) cex metodg impulsowa

PN-74/T-01504.08 Tranzystory. Pomiar h2r metodq impulsowa
PN-75/T-01504.09 Tranzystory. Pomiar pradéw resztkowych Icer,
Icks, Icev | pradu zerowego Icro

PN-74/T-01504.22 Tranzystory. Pomiar pojemnosci Ceso 1 Ceso
PN-74/T-01504.24 Tranzystory. Pomiar modutu |h2{ w zakresie
w.cz. i czestotliwosct fr

PN-78/T-01515 Elementy potprzewodnikowe. Ogéline wymagania i ba-

dania
BN-80/3375-30.00 Elementy pOlprzewodnikowe. Tranzystory malej
mocy, matej czgstotliwoSci. Wymagania i badania

3. Normy zagraniczne
RWPG CT C3B 510-77 Tpanaucropu tinos BC 211 i BC 211A —
norma zgodna.

4. Symbole KTM tranzystoréw
BC 211 — 1156221402006,
BC 211A — 1156221402047.

5. Wartosci dopuszczalne — wg tabl. I-1 i rys. I-1.

6. Dane charakterystyczme — wg tabl. I-2 i rys. I-2-+1-6.

Tablica I-1
Lp. c;:::;z::f Nazwa parametru Jednostka Wi damenloe
: B BC 211 BC 211A
1 2 3 4 5 6
1 Ucso napigcie stale migdzy kolektorem a baza A% 80 100
2 Ucso napigcie stale migdzy kolektorem a emiterem A 40 60
3 Usso napigcie stale migdzy emiterem a baza \'% 5 5
4 Ic prad staly kolektora A | 1
5 Is | prad staty bazy ) A 0,1 0,1




Informacje dodatkowe do BN-80/3375-30.03

cd. tabl. I-1
Lo Oznaczetme Nazwa parsmetu Tedtroatka Wartos$ci dopuszczalne
EREAREIR BC 211 | BC 211A
1 2 3 4 5 6
6 Piw catkowita moc wejSciowa (stata lub $rednia) na wszystkich tamp < 25°C W 0,8 0.8
: elektrodach przy: fene < 25°C W 4,25 4,25
7 1 temperatura zigcza " 175 175
8 Lamb temperatura otoczenia w czasie pracy °C 40 ++125 | -40++125
9 Lsig temperatura przechowywania " -65 ++175 | -65++175
Rezystancja termiczna zlagcze — otoczenie Ruj-. < 187 K/W
Rezystancja termiczna zlagcze — obudowa Ruj.. < 35 K/W
_“ BC 214
Prot BC 211A
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Rys. I-1. Zalezno§¢ temperaturowa mocy strat od temperatury
P = f(r)
Tablica I-2
: ‘ Typ
Lp. Oznacsenie Nazwa parametru Wan‘mkl Jednostka BC 211 BC 211A
parametru pomiaru :
min typ max min typ max
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i1
I Ulsr) cao napigcie  przebicia Ic = 100 pA
kolektor — baza Ie= 0 ¢ ke = -
; ; - s p-
21 U ceo') napigcie przebfma Ic = 30 mA v 40 _ . 60 _ .
kolektor — emiter Is = 0
31 Upr eso napi¢cie  przebicia Ir = 100 pA
! A 5 — . 5 - =
emiter — baza Ice =0
4| Ices prad resztkowy ko- Uce =_40 \Y _ 10 100 _ _ _
lektora Rer = 0
nA
ch =60V
Ree = 0 — — — — 10 100
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6
cd. tabl. I-2
Typ
Lp. Senpozenic Nazwa parametru Warlrmkx Jednostka BC 2i1 BC 211A
parametru pomiaru _
min typ max min typ max
1 2 3 4 5 | 6 7 8 9 10 1
51 hagd) statyczny  wspbl- | Ic = 150 mA — 40 — 250 40 - 250
coynelk wamoenies | Tew = 2 ¥ kl. 6 40 70 | 100 40 70 | 100
nia pradowego w
uktladzie wspdlnego ki. 10 60 100 160 60 100 160
emitera k.. 16 | 100 140 | 250 100 140 | 250
6 | hush) Ic = 500 mA
Ues = 2 V — 30 — — 30 - —
7 | huan?) stosunek  wspdt- Ic = 150 mA
. — — 5 N 5
R21802) czynnikéw wzmoc- Uk =2V %5 120 0 1,28
nienia pradowego
dwéch  tranzysto-
rOw  tworzacych
parg
8 | Ucesal') napigcie nasycenia | Ic =1 A
kolektor — emiter I = 0,1 A ¥ - e L9 - O L9
9| fr czgstotliwo$¢  gra- Ic = 50 mA
niczna Ucg = 10V MHz 50 300 — 50 300 -
f = 50 MHz
10 | Ccao pojemnos¢ kolektor Uee= 10V
— baza I =0 pF — 8 25 — 8 25
f =1 MHz
11 | Ceso pojemnos¢  emiter Upp =05V
— baza Ie =0 pF - — 80 —- - 80
f=1MHz
12 | 1w czas wigczania Ic j 100 mA - . 80 250 . 80 250
I; e 5 mA
13} 1oy czas wylgczania Ic = 100 mA
Im = 5 mA ns — 400 850 — 100 850
—Ip = 5 mA

'Y Pomiar impulsowy: #, < 300 ps, § < 2%.
?) Selekcja na klasy wzmocnienia (6, 10, 16) oraz dobieranie w pary (2XBC 211, 2xBC 211A, BC 211/BC 313; BC 211A/BC 313A)
tylko na zyczenie odbiorcy.
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Rys. I-2. Charakterystyka wyjciowa Ic = f(Ucg)
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BN—-80/3375-30.03-1-3

Rys. I-3. Zaleznoé¢ temperaturowa pragdow zerowych /lcgs
I(‘BU = f(tamh)
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; BC 211 *
Ucesar| BC 211
hpg| BC 211A llt(r BC 211A
N
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Rys. 4. Zaleznos¢ statycznego wspbdiczynnika wzmocnienia prado-

[BN-80/3375-30.03-1-4]

wego od pradu kolektora hzir = f(l¢)
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Rys. 1-5. Zalezno$¢ napigcia nasycenia od pradu kolektora

BCL 211
BC 211A

tamb=25°C

_——
0 2 4 6 8 ¥ 12 U, UestlV]

[BN-80/3375-30.03-1-6

UCf.‘sa_r
Usgsa = fUc)

Rys. 1-6. Zalezno$¢ pojemno$ci ztgczy od napigcia Ceso = f(Ueso)

Ceso = f(Ucso)



